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Anwendung

Der B 461G wird als kontaktloser Schalter in der Schreib- s it n Trigger. Eine
TSH19F,

nung ist ein Diﬁersnzversl‘avker rieaten und zur Ansteue-

und spanmmgssmbw\e Spunnungsque\\e versorgt die einzel-
folgenden wird die Funktionsweise

im
eingesetzt. Der B462 G kann z. B. in der
angewendet werden.

Anmerkung: Uber den Freigabeeingang kann der Ausgang
des Schaltkreises bei angelegtem Magnetfeld gesperrt wer-
den. Damit liegt eine zweite Steuermaglichkeit vor. Es wer-
den TTL-Pegel verarbeitet. Die IS ist auch ohne

e Baugruppen der 1S kurz erléutert.

Hallgenerator

Der Hallgenerator ist das Kernstiick dieser IS und auf dem
als

dieses Eingangs funktionsfahig.
Gehiiuse

Chip
v6n einem Kenslonich (sannusias: und \smpermtorsiabilen)
Strom wird. Bei Einwirkung eines Magnetfeldes

die
entsprechen der TGL 38658 (Bild 1)
Masse ~1g
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Bild 15 Abmossungen der integrieien kontoklosen Schalter 8 481 G
und B 462

Aligemeines

B 461G und B462G sind integrierte kontaktlose Schalter,
die durch ein Magnetfeld betéitigt werden. Wen

reichend groBe Magnetfeld vorhanden ist (B = Bi) und ein
nal am Freigabeeingang anliegt, schaltet der offene
Kallawtérmissang sen 1 hach L. Dot Magnetfeld muB dabei
senkrecht mit dem Sidpol auf die mit der Kerbe gekenn-
zeichnete Flache des Bouelementes einwirken. Beziiglich der
logischen Funktion arbeiten die Bauelemente als NAND mit
Triggerfunktion, wenn das Magnetfeld als zweiter Eingang
angesehen wird.

Der groBe Betriebsspannungsbereich, der durch beide Ty-
pen abgesichert wid (475..16 V). gestattet nsben der TTL-

die X
(B 462 G). Die zur Ansteuerung dieser Schclmngen notwen-
dige Flankensteilheit des Ausgangsimpulses wird durch die
Konstruktion des Schaltkreises realisiert.

Im Goganaats s bishet bekarntan HaHsonden 15 e

baut. Zur Auswerlung der dodurch rela\w Kleinen Hc“spen—

Bild 2: Blockschaltbild

senkreicht zur StromfluBrichtung stellt sich zwischen den
Hallsonden ein  Potentilunterschied, die Hallspannung
(Uy), ein. Der Halleffekt und damit diese Spannung basie-
ren auf der Auslenkung der Elektronen in einem transversa-
len Magnetfeld durch die Lorentzkraft. Bei dér Annahme des
Stromflusses in x-Richtung und der Wirkung des Magnetfel-
des in z-Richtung ergibt sich eine Elektronenauslenkung in
der negativen y-Richtung. Es existiert folgender Zusammen-
hang zwischen der Hallspannung und den SteuergraBen
(Steuerstrom | und Steuerfeld B):

Ru
Ui ="' 1B+ Uno )
Dabei gilt auferdem
d Dicke des Hallelementes
= Hallkonstante
um = Nullspannung (Ui ohne Magnetfeld).

Die Hallkonstante ist eine Materialkonstante. Sie ist umge-
kehrt L AuBer-
dem ist in ihr die Bewegllchkeu der Lodungstréiger (hier
E\elﬂronen) emha\ien Daraus resultieren die Unterschiede

und sonst
glewchen swmgungen Verbindungshalbleiter z.B. liefern
hohe Hallspannungen infolge der hohen Beweglichkeit der
Ladungstréiger.

Mit einem fiir die IS B 461 G und B 462 G typischen mmleven
Steuerstrom | = 1mA erhélt man fir den Proportion
faktor der GI. (1)

013mV/mT

Damit ergibt sich fir den Idealfall der Nullspannung Ut
0 und mit einem Magnetfeld mit B = 65mT eine Hall-

spannung von Ui etwa 8,5 mV.

Die Nullspannung wird durch konstruktive und technolo-

gische KenngroBen bestimmt und beeinfluBt in erster Linie

die Ergebnisse beim

Trigger und

st zweistufig iidet und wird
dvek! vom Hallgenerolev angesteuert, Die erste Stufe wird
g der Schaltschwellen (Ein- und Ausschalt-
induktion B baw. BA) i dar Verstarkung umgeschaltet
(etwa 28dB vor Erreichen der Einschaltschwelle und etwa
22dB vor Erreichen der Ausschaltschwelle). Dazu wird in
dieser Stufe mit Strémen zwischen 90 uA und 50 uA gear-
beitet. Damit wird gleichzeitig die Hysterese 4B bestimmt.

Durch die schaltungstechnische Auslegung der zweiten
Stufe, die bei einem Strom von 150 A arbeitet, wird ge-
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wahrleistet, daf das Magnetfeld nur in einer einzigen Rich-
tung witksam werden kann. Diese Stufe liefert einen ma-
gnetfeldproportionalen Strom, der zur Ansteuerung der
nachfolgenden Triggerschaltung verwendet wird.

Als Trigger wird ein Schmitt-Trigger angewendet, dessen
2weiter Transistor als Multiemittertransistor ausgebildet ist
und mit seinem zweiten Emitter den Ausgangstransistor mit
offenem Kollektor ansteuert. SteuergréBe fir den Schmitt-
Trigger und gleichzeitig auch fur die Verstarkungsumschal-
tung der ersten Differenzverstérkerstufe ist das Kollektor-
potential eines Transistors, das durch den Ausgangsstrom

Bild 3:
MeBschaltung 1

Sabigungasponnung des Aurgangs
transistors Uiz in mV)

stand dar, der nach dem Prinzip des SFET arbeitet. Bei ihm
liegt gleichsam das Gate auf Massepotential und Drain auf
Betriebsspannung, wéhrend sich an Source ein Potential von
etwa 2Up; einstellt. Diese Spannung dient zur Ansteuerung
eines Stromspiegelnetzwerkes, das fir eine Schaltung zur
Temperaturstabilisierung einen konstanten Strom  bereit-
stellt. Im Ergebnis dessen wird dann ein nahezu temperatur-

des Verstirkers eingestellt wird. Nach Uberschreiten der el U= 2V, s = 16 mh,
Einschaltschwelle des Triggers erfolgt ouch die Umschaltung B 65T we w2 om
der Verstarkung der ersten Verstérkerstufe auf den niedrige- 4 "
ren Wert. Die gesamte Hysterese der IS B 461 G und B 462 G 8 Matbedingngen Us =5 V. s = 85 C
setat sich somit aus der Hysterese des Schmitt-Triggers und S e teis
cariae ZCeIngFled i Suomoufaahme lsa in mA : i
apmay " . = ei Ui = 5V, 65 mT 231 2,63 308
Die mittlere Differenzeingangsspannung betréigt am  Ein. etk
schaltpunkt fir den gesamten Schauungskomprex Differenz- bei Upis = 5V, B = 0 mT e e 2o
verstarker — Sch etwa LAY
5mv. (Freigabeeingang)
bei Uy — 04V oma  oxs oz
Spannungsquelle und Freigabeeingang Einschaltinduktion By. in'mT
2 bei Uiy = 2.4V ms  we  wo
Die stellt und Binwr
fir die von Hallgene- bei Ujys = 24V 159 25 27
rator, Differenzverstarker und Schmitt-Trigger zur Verfiigung. mognatische Hysterase AB
Eine Besonderheit dieser Referenzquelle stellt ein Wider- 8,8, in mT we o owrome

Sattigungsspannung des Ausgangs-
transistors Uguz in mV.
el Ui = 2 V, loug = 16 mA,
mT

Sauigungsspennung des Ausgangs-
transistors Ugas in mV)
bl Unia =2V, s = 300,
5

Statische Kennwerte fiir B 461 G, B 462 G (MeBschaltung 1)
Anwendung der MeBverfahren nach TGL 31 486

und betriebsspannungsunabhéngiges Potential von etwa = w5 W
2,6V erhalten und steht zur Weiterverarbeitung bereit. Bt e oo R goras
Durch den Freigabeeingang (AnschluB 3) wird iiber den '"’"s‘f"muw o in V1)
StromfluB durch einen pnp-Substrattransistor (AnschluB 3 el fo =2 mA * o =
ist die Basis dieses Transistors) lediglich dieses Potential @ MeBbedingungen: U =5V, 7, = 70°C
besinflufi Stromautnahime I, in mA
i Unis 45 mT o o o
romaufnohme lsz in m
Grenawerte, gilt fir den e s o
e
—05..20 (8 462 G) Eingangsstrom ~1,13 in #A?)
Eingangsspannung Uss in V 05,55 Eraloibastagans
Ausgongsspannung Uiz in V ~05.7 (8461G) 24V 005 oms o0
—0.5..18 (8 4620) Einschaltinduktion B, in mT)
Ausgongsstrom lunz in mA » Unn =24V 1 s ss
Ausscholtindaktion B in mT)
bei Uy = 2.4V 59 w6 s
Funktionsbereich magnetische Hysterese AB =
B,-8, in mT) 86 s we
Betriebsspannung Us in V 475..5,25 (B 461 G) Séttigungssponnung des Ausgangs-
475,18 (B462G) tonsistors Uaz in mV)
Ausgangastrom Iy in mA bis 16 bei Uiy =2V, iz = 16 mA,
Betriebstemparaturbereich 4, in C 0..70 B=65 w2

Eingongsstiom 1,y in nA')
(Freigabeeingang)

bei Uy = 24V 12 22 56
Sperrstrom des Ausgangs-
transistors Lo in pAY)

F % 23w

bel Uz = 2,4
e el SO

bei Uy = 2.4 V. ns s es
rmagnatiche Hrtaree 48 =
8,78, in mT)
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und i, =425°C liegen die
0 pA.

) Bei diesen GréBen sind nicht der 30 Wert und di
Werte der Verteilung angegeben, sondern der orithmetische Mittelwert

baw +20-

= bei Uiz
—20 % 20
den o'c

@ Mesbedingungen: U, =5V, 4, = 'C Strbme Tty und o I dor Grsbenardning < 1
Stromaufnahme y; in mA

bei Uy =0V, 8 = 65 mT o210 o025 o2
Stromaufaohme I, in mA

bei Uy = 5V, B = 65 mT TN T
Stromauinahme I in mA

bei Uy = 3V, B=0mT 17 e 208
Eingongsstrom Iy in «A")
(Frigabesingong)

i Uy = 0,4V o8 095 0350
o m 0 B iy
e ma e sowie Minimal- und Maximalwort,

2 B, ist derjenige Wert der Induktion, bei dem der Ausgangsstrom I;
16 mA) ansteigt.




Statische Kennwerte fiir B 462 G (MeBschaltung 1)
Anwendung der MeBverfahren nach TGL 31486

@ MeBbedingungen: Uy =18V, 7, = 0°C
Stk iy 1k
i Upis =0V, B oiss 035 065
Stromaufnohme l»z A
bei Uz =5 V. B v 206 31 383
Stromaufnahme Iy in mA
i U = e 18 244
Eingangsstrom
(Freigabesingong)
bei Ujiy = 04V o0 0274 opm
Eingangsstrom — I in pA
(Freigabesingang)
bei U = 2.4V - <o -
Einschaltinduktion By, in mT
bei U = 24V e 3 8
Ausschaltinduktion B, in mT
bei Uy = 2,4V, a3 e
magnetische Hysterese AB =
BBy in mT 92 10 21
Sattigungsspannung des Ausgangs-
transistors Uiz in mV.
bei Ui = 2 V. lons = 16 mA,
B esmT 16 ” 27
perrstrom des Ausgangs:
transistors Iz in pA
bei U v E o .
® MeBbedingungen: Uy = 18V, 7, = 25 °C
Suromauinabre a9
V. B a5 mT 071 033 o
Suomgiuane o ma
s = 5V, mt 25 295 368
Stromoufnohme 1y in mA
bei Upyp = 5V, B=09mT 13 e 246
Eingangsstrom —lyis in uA
(Freigabeeingang)
bei Uys =08V 000 025 oms
Eingangsstrom —luu in pA
(Freigobeeingang)
bei Uy = 24V <10 & 127
Einschaltinduktion By, in mT
bei Uy = 24V w1 owme a2
Ausschaltinduktion B, in mT
bei Uy = 24V 85 om0
magnetische Hysterese Al
BB, in mT 80 ue 28
Sattigungsspannung des Ausgangs-
wansistors Uata in mV
bei Upis =2V, fonz = 16 mA
B=6smT s m 199
Sperrstrom des Ausgangs-
transistors Loz in pA
bei Uniis = 18 V. o - "2
@ MeBbedingungen: Uy =18V, 7, = 70°C
Stromaufnahme Iy, in mA
bei Uys =0V, B o105 023 0385
Stromaufnahme Is; in mA
w28 34
1 s 2w
Eingangsstrom —lyus in uA
bei Uy = 04V oo o1 o052
Eingangsstrom —lius in nA
bei Uy = 2.4V, on s a3
Einschaltinduktion B, in mT
bel Upus = 2.4 V. e 2 wa
Ausschaltinduktion B, in mT
bei Ui =24V s w1 wa
magnetische Hysterese 48 =
BBy in mT 77 s 2
Séttigungsspannung des Ausgangs-
teansistors Uoa in mV
bei Uy = 2V, louz = 16 mA,
B= 65 mT 130 w0 20
Sperrstrom des Ausgangs-
transistors Loy Tn nA
beil Ugua = 18V, 21 30 10

Dynamische Kennwerte fiir B 461 G, B 462 G
ing 2)

(MeBschaltus
Anwendung der MeBverfahren nach TGL 31486
MeBbedingungen: Uy = 5V, 7, =25 °C, B =70 mT

sishe Anmerkung zum @it 5
Signalversagerungszeit trm, In o e e

G in s o4 08 om
Anstiegszeit tyuy in s oz om0z
Abfallzeit tu in s oms  oon oo

Bild 5: Impulsdiagramm

Anmerkungen:
1. Bor Generoar @ mut impulie mit folganden
e CaAN 70 MV e i £ 25 me 075 m 125 ke

5 kHa; 1, = (1) s
2. C, beinhaltet auch Aufbau- und Sondenkapazitaten

Dynamische Kennwerte fiir B 462 G (MeBschaltung 2)
Anwendung der MeBverfahren nach TGL 31 486

MeBbedingungen: Uy = 18V, 7, = 25°C, B = 70 mT
Signalverzdgerungszeit tou, in 15 06 om 11
touat in s o2 02 04
Anstiogszeit by in us o1z o1 02
Abfallzeit ty. in us 002 0m2  00%

Funktionstabelle
m— Zutand des
u Magneteld Ausgangstransistors
Ui, By on
Uus By off
U I o
Ua By off

| |

ol

0
Bild 6: Séttigungs- ol — i
spannung dos Aok
istors in |

Rowngiokelt vom = =%
Laststrom Toz hmA —e
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14 17: Eingengsteom in Abhe
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it von der  Bild 18: Stromautnahme 1y, in Abhéngigkeit
e et von der Betriebsspannung

Bild 19: Stromautnahme Iy, Iy; in Abhéngig-
keit von der Betriebsspannung




